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| por unidn mecénice de los discos metdlicos en el borde exte—

| serta un elemento semiconductor en una oquedad, formaede por

El presente invento se refiere a un procedimiento
para la fabricacifn de un elemento semiconductor de construg
cibén con una carcasa en forma de disco, que incluye un elemen
to semiconductor, consisténte en dos anillos de material ais|
lente, que presentan dos superficies frontales, dos placas
de tapa y dos discos metdlicos anulares, que sobresalen del
borde de los anillos de material aislante, por unibén de una
de las superficies frontales de cada anillo de material ais~

lante con una de las placés de tapa, y unibén de la obra care

frontal con uno de los discos metdlicos, por introduccién de
elemento semiconductor en una oquedad, formada por uno de lo

anillos de material mislante y una de las placas de tapa ¥y

rior.

Tal procedimiento ya ha sido descrito anteriormen-—
te. En este procedimiento se sueldan & baja temperature las
placas de tapa con una care frohtal de los anillos de mate-~
risl aislante, o?nsistentas en cerdmica. Con la otre cars
frontal de los anillos de materiel alslante se sueldan los
discos metdlicos anulares. Estas partes forman una primera

parte de carcasa. Despuds de la unién por soldadurs se in-

uno de los anillos de material aislante y una placa de tapa.
Seguidamente se colooa, encims de la primera parte de carcasg,
una segunda parte de carcassa, consistente sn el otro anilloe
de mgterial gislante y una placa de tapé. Ambgs partes de
carcasa se unen entre si por soldadura de alta o baja tempe-

ratura o, por ejempio, por rebordeado de los discos metdlicop
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anulares.
Con tal procedimiento puede conseguirse que los

gases o vapores producidos durante lao unién de soldadure de
los anillos de material aislante y las placas de tapa no pué
den tener ninguna influenciavnociva sobre el elemento semi_
conductor. Ia soldadura de los anillos de meterial aislante),
consistbentes en cerdmica, con las placas de tapa, sin embar-
go,'presuponp. una resistencia mecénica relativamente altae
de los anillos de material aislante ¥y requiere una metaliza-
cidn de las superficies frontales & soldar de los anillos de
ﬁaterial aislante, Tal procedimiento, sin embargo, es rela-

tivamente complicado y caro.
El problema, que sirve de base sl invento, consist

en reducir el gasto vara un procedimiento pare la fagbriocecid
de un elemento semiconductof de construccidn segin la clase
menoiénada inicialmente.

El invento se carascteriza porque, por lo menos en-
tre una de las caras frontales de 1los anillos de material _
aislante y una placa de tapa, se inserte una hoja de forme
anular, que contiene un pegamento, sblido a.temperatura am-
blente, endurecible, y porque el anillo de material aislante)
la hoja y la placa de tapa 8e unen, prensdndose entre si, a
une. temperatura, a la que el pegamento se hace liquido.

Segin otro desarrollo del invento también puede
insertarse entre el disco metélico anular y 1a otra care frop
tal, una hoja. I& hoja puede consistir en un tejido de fibrh
de vidrio, impregnadoe con un pegemento de epbxido. ientajo-

semente se calienta la hoja adhesive a una temperaturs de_ _|
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frontal 4 del anillo 1 de material aislente, calenténdose _

2002¢C. .,

EL invento se explicaré més detalladamente por me-
dio de un ejemplo de ejecucidn en combinacibén con las figuras
1y 2., MNuestran:

La figura 1, las partes individuales de una mitad
de carcesa de un elemento semiconductor de construccidn en
forma de disco, antes de la composicibn, y

Ia figure 2, un elemento semiconductor de construc

cibén, en forma de disco, terminedo.
En la figurs 1, un snillo de material aislente se
designa con 1. Xste anillo de material aislante, por ejem-

plo, consiste en cerfmica o en cualquier material aislante

duro. EL anillo 1 de material aislente presenta una superfis
cie frontal 4 superior y une superficie frontal 5 inferior. ‘
Sobre la superficie frontal 4 se coloca una hoja 6 que, por

ejemplo, ponsiste en un tejido de fibra de vidrio, impregnad

con un pegamento de epdxido. Ta hoja 6 también puede consis

tir en otro material, pero para la menipualcidn sencilla de
le hoja, le misme deberie presenter un pegamento, que sea sd
lido a temperatura ambiente., ZEncime de la hoja 6 se coloca
une pleca de tapa 2 en forms de cazoleta. Este placa de ta-
pa consiste, por ejémplo, en cobre plateado.

Ta placa de tape 2 g comprime contre ls superficie

las partes a una temperature de , por ejemplo, 2002, A esta
temperatura se derrite el pegamento contenido en la hoja 6,
y humects, tanto la superficie frontal 4, como también la _

parte de la tapa de place 2, situada encima de la superficie
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frontal 4. Ia placa de tape 2 y el anillo 1 de material _
aislante se comprimen superpuestos, ventsjosamente hasta el
endurecimiento. EL endurecimiento se efectia adecuadamente
g la misme temperatura, es decir, por ejemplo, 2002C. Para

la mejor adherencia las superficies a pegar, se hacen &spe-

ras, por ejemplo, por lijado o sometimiento & chorro de areng.,

Al miemo tiempo o sucesivamente se une con la ca
frontal 5 inferior del amillo 1 de material aislente, un dis
co metdlico 3 de forma anuler. A este fin, entre la cars
frontal 5 inferior del anillo 1 de material aislante y el di
co metdlico 3 anular se inserta una hoja 7, cuya composicidn
corresponde a la de la hoja 6. El disco metélico 3 anuler
se compone adecuadamente de un metal, cuyo coeficiente de dj
latecibn corresponde por lo menog aproximademente al del ani
1lo 1 de material aislante. EL mismo consiste, por ejemplo,
en Vacon o en Kovar. Ies mencionadas partes forman una pri<
mere mitad de oarcasa. También aqui se hacen adecuadmente
ésperas las superficies, que deban pegarse.

En la figure 2 ae ilusire un elemento semiconduc-
tor de construccién en forma de disco, que consiste en dos
mitades de carcese, compuestes segin el procedimiento descri
t0 en relacibn con la figura 1. Partes.iguales estén provig
tas agui de iguales signos de referencis que en la figurs 1.
El elemento semiconductor, seglin la figura 2, presenta una
segunda mitad de carcasa, cuyas dimensiones pueden ser idén-
ticas & las de la primers mited de.carcasa. Ie misme presen-
te un anillo 8:d¢ meteriali aislente, una placa de tapa 9 y

un disco metédlico 10 anuler. En une oquedad 11, formada pox
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el anillo 8 de material aislante y la placa de tapa 9, Se
introduce un elemento semiconductor, que se4compone de un
cuerpo 12 semiconductor, por ejemplo, consistemte en silicio),
un electrodo 13, por ejemplo, consistente en oro y un elec-

trodo 14, por ejemplo, consistente en molibdeno. Sobre los

electrodos 13 se coloca un electrodo de empalme 18 conéisteg
te en material buen conductor de corriente y calor, por ejem
plo, de cobre. Después de la insercidn del electrodo de con
tacto 18, se coloca encima lg mitad superior de la carcesa.

Seguidamente se unen por soldadure los discos metdlicos anu~
lares 3 ¥ 10 en el horde exterior, por ejemplo, por medio de

dos electrodos anulares de soldadura 15 y 16. Paras ello pue

de presentar por lo menos uno de los discos metdlicos anule-
res, en el borde, una depresidén anular, que sirve como rode-
te de soldadura.

Este procedimiento, en comparacidén conilos procedi
mientos hasta ahora conocidos,, tiene ls ventaja de que es
egenciglmente menos costoso. Al mismo tiempg Se consigue que,
al endurecerse el pegemento, los vapores o gases producidos
se mantengan alejados del cuerpo semiconductor. Por ello se
evita una influencis sobre el cuerpo semiconductor gue pudie
ra conducir, por ejemplo, a empeorar las lineas caracteristi
ces de cierre.

Tas dos mitades de carcesa no tienen que unirse pop
soldadurae ineludiblemente, por ejemplo, también pueden reu-
nirse por rebordeado del borde exterior de los discos metili
cos anulares 3 y 10. 1Ias placas de tapa no tienen que estar
oonstituides ineludiblemente en forme de cazoleta, sino que,

por ejemplo, tembién pueden presentar una pieze central macl.
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za consistente, por ejemplo, en cobre, que termina alineada-
mente con el borde de las palancas de tapa pegedes con los
discos de material aislante o que sobresele por encima de
ese borde., El invento también puede utilizarse en tiristo-
res con carcasa en forme de disco. Un extremo de le entrad
de electrodos de maniobra puede colocarse entre los discos
metédlicos enuleres y al unir estos discos se pone en contac-
to con éstos simulténesmente. Tos discos forman entonoes
une conexidén de maniobra.. |
NOTA.-

Ia presente patente de invenoidn, consta de las
giguientes reivindicaciones:

1.~ Procedimiento pare ls fabricacién de un elemen
to semiconductor de construccidédn con una cercesa en forma d?

diseco, que incluye un elemento semiconductor,consistente en

L3

dos anillos de materisl aislante presentando dos superficie
frontales, y dosg discos metdlicoe gnulares sobresalientes
del borde de los anillos de material aislante,por unidn de
une superficie frontal de cada anillo de materiai eislante
con una de las places de fapa y vnibén de la otra cara fronthl
con uno de los discoe metdlicos,por introduccibn del elementh
semiconductor en una oquedad formade por uno de Zos anillos
de material aislante y unz de las plecas de tapa y por unidn
mecénioca de los discos metdlicos en el borde exterior,carac~
terizad¢ porque por 1o menos entre una de las caras frontaleE
de log anillos de materiel alslante y una placa de tapa se ip
serta una hoja de forme anular,que oontiene un pegamento en-—
durecible, sélido a temperatura ambiente y porque el anillo

de material aislante, 1la hoja y la placa de tapa se comprimeh
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entre s{ & una temperatura, a la que se hace liguido el pega

mento. .
2.~ Procedimiento, segin le reivindicacién 1, carag

tertzado porque tembidn se coloca una hoja entre el disco me<
té1lico anular y la otra cara frontal.

3.- Procedimiento, segin les reivindicaciones 1 & 2
caracterizado porque se inserta ﬁna»hoja, que consiste en un
tejido de fibra de vidrio impregnedo con un pegamento de epd-

xidoe
4 .- Procedimiento, seghn la reivindicacibén 3, carad

terizado porque la hoje adhesiva se calienta & una temperatu-
ra: de 2002C.

5.—- Procedimiento, Segin uns de las reivindicacio-
nes 1 a 4, caracterizado porque las superficies, que deben
pegarse, se hacen &speres.

6.~ "Procedimiento para la fabricacién de un elemen
t0 semiconductor de construccibn”,

Seglin se describe y reivindica en la presente memo-

ria descriptive y se ilustre en los dibujos ;unxos, cuyo _

texto consta de siete hojas foliedas escriffas & méquina por

une sola de sus caras. Moarid, e A ENE 1973

CARLOS ROEB
P.P.\ |

Filo: Francisee del-Poe
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